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はじめに 縦型 p-n接合 GaN ダイオードは，n-GaN 層の上に p層を成長し，良好なオーミック特

性を得るために p 層の上にコンタクト層としてより高濃度(2×10
20

 cm
-3

)の Mg をドープした数十

nmの薄い p
++

-GaN層を成長させている． 数百 nm以上の p
++層はホール測定によれば Mgの活性

化率が極めて低く良質な p 型層ではないことがわかっているが，薄層では良好なコンタクト層に

なっていた．今回，我々はこの p
++層と n-GaN 層による p

++
-n 接合ダイオードの特性から p

++層に

対する考察を行ったので報告する． 

実験 自立 GaN 基板上にMOVPE 法で n-GaN（Si：～1×10
16

 cm
-3，2.5～5 m）及び p

++
-GaN（Mg： 

2×10
20

 cm
-3）の層を成長した．p

++
-GaN 層の厚さは 10，20，30 nmとした．Mg活性化には窒素雰

囲気中で 850℃，30分間のアニールを行った．その後，メサ構造を形成し，表面に Pd電極を 200 

nm，裏面に Ti/Al電極を 50/200 nm堆積した．代表的な Pd電極径は 100 mである．試作した縦

型ダイオードの断面構造を図 1に示す．  

結果  図 2に順方向の I-V 特性およびオン抵抗を示す．p
++

-GaN 層の厚さが 30 nmの場合は通常

の p-n 接合ダイオードとほぼ同じ立上り電圧 Vf ～3.1 V を示した．Log プロットでも再結合電流

と拡散電流による通常の I-V 特性を示し EL 発光も観測された． p
++層をより薄くすると Vfが低

電圧側にシフトした．これは，p
++層が非常に薄いことから拡散電位が小さくなったためと思われ

る．p
++

-GaN層の厚さが 10 nmのダイオードでは Vfが 2 V 以下であり，理想因子は 1.2程度で再

結合電流領域は見られなかったが，2.5 V以上で EL発光が観測され少数キャリアの注入成分もあ

ると思われる．3.0 V におけるオン抵抗は最も低い．このような評価結果から，p
++

-GaN層は今回

検討したような薄層で用いれば，p 型層としてもオーミック用のコンタクト層としても機能する

ことが確認された．これらの知見はダイオードの高性能化にも役立つと期待される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Structure of thin p
++

-n junction diode.           Fig.2. I-V and Ron-V characteristics.  

本研究は環境省「未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事業」の委託をうけてなされた． 

第77回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2016 朱鷺メッセ (新潟県新潟市))15a-B1-9 

© 2016年 応用物理学会 12-189


